
МП112 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: ZSRR 
Wykonanie: tranzystor krzemowy stopowy n-p-n 
małej mocy m.cz., w hermetycznej obudowie me-
talowej 

Zastosowanie: układy wzmacniające w urządze-
niach powszechnego użytku 

Typy podobne: 2N470/471 
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Rys. 1-1407. МП112 

Wartości charakterystyczne1' 

Icbo 3 [xA przy Uc = 5 V 
Iebo 3 JAA przy UE = 5 V 
Ucbo 10 V 

2 fJiS przy Uc = 5 V , / £ = 1 mA, / = 1 kHz 
>Чгъ 3 lO"3 przy Uc = 5 V, I E = 1 mA, / = 1 kHz 
h2le 15-r45 przy U c 

= 5 V, I E = 1 mA, / = 1 kHz 
//i21b 0,5 MHz przy U c 

= 5 V, IE = 1 mA 
Cc 170 pF przy uc = 5 V, / = 500 kHz 

Wartości graniczne 

UcER max 102) V Plol max 1503) mW 
UEBO max 5 V 0 max 120 °C 
IC max 20 mA • ^атЬ — 55-r+ 100 °C 
Icm max 100 mA 

U tamb = 20°C(±5°) 
»> Rbe =S 2 Ю 
3> tamb ^ 70°C 

OJS Ig[mfi] 0,3 0,2 0.1 O 3 Ucc[v] 8 

Rys. 1-1408. Charakterystyki statyczne 
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Rys. 1-1409. Zależność parametrów h od 
temperatury^otoczenia 

Rys. 1-1410. Zależność parametrów h od 
prądu emitera 
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Rys. 1-1411. Zależność znormalizowanego Rys. 1-1412. Zależność znormalizowanego 
prądu kolektora od temperatury otoczenia napięcia przebicia kolektora od rezystancji 

bazy 


